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【はじめに】単結晶 Si太陽電池に使用される CZ法で作製した Bドープ p型 Si基板は、1 MeV電子線(照射量 1×1017 cm-2)にお

いて伝導型が p型から n型へと反転した[1]。その理由として Bi-Oi複合欠陥がドナー的な働きをする為と考えられている[1]。そ

こで、CZ 法により作製した Al、Ga、B ドープ p 型 Si 基板と、酸素濃度の低い MCZ 法、FZ 法により作製した B ドープ p 型

Si基板に電子線を照射した試料をホール効果測定し、Bと Oの伝導型反転への関与について調べる。 

【実験方法】試料サイズが 1 cm 角で膜厚 300 mµ の CZ法で作製した Al、Ga、Bドープ p型 Si基板およびMCZ法、FZ法で作

製した Bドープ p型 Si基板に 1 MeVの電子線を 1×1014 cm-2、1×1015 cm-2、1×1016 cm-2、1×1017 cm-2照射し、低温から 350 

K までホール効果測定を行った。 

【結果と考察】図 1に製造法の違いによる各試料の多数キァリア密度の温度依存性を示す。ホール効果測定から 1 MeV電子線 1

×1017 cm-2の照射量において CZ 法により作製した Al、Ga、Bをドープしたすべての Si基板の伝導型が反転することが分かっ

た。またMCZ法、FZ法で作製した試料は 1×1017 cm-2の照射量でも伝導型が反転しなかった。Si基板中の酸素濃度は CZ法が

8.4×1017 cm-2、MCZ法は 1.6×1017 cm-2、FZ法では 1.1×1015 cm-2であるから伝導型反転には Oが関与していると考えられる。 

【参考文献】[1] H. Matsuura, T. Ishida, T. Kirihataya, O. Anzawa, and S. Matsuda: Jpn. J. Appl. Phys. 42 (2003) 5187. 

図 1 多数キャリア密度の温度依存性 
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